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Аннотация: В работе получено, что структура поверхностного разряда и его характеристики 
определяются формой кривой напряжения, амплитудой, длительностью и полярностью 
импульсов, крутизной фронта и моментом возникновения разряда.  
 
Abstract: It is shown in the paper that the structure of the surface discharge and its characteristics 
depend on the form of the voltage curve, its amplitude, duration and polarity, the impulse front 
steepness and the moment of the discharge ignition.  
 
Имеющиеся в литературе данные по влиянию питающего напряжения на 
разряд относятся в большинстве к случаю барьерного разряда в промежутке [1]. 
В приводимой работе исследован поверхностный разряд в воздухе при 
нормальных условиях по поверхности барьера (пластины из керамики 22ХС). 
Картины разряда, полученные с помощью скоростной камеры Phantom v2511 и 
цифровой фотокамеры Lumix (Panasonic DMC–FS3), сопоставлены с 
соответствующими осциллограммами тока микроразрядов. Амплитуда Um,imp 
импульсного напряжения, создаваемого генератором, описанным в [2], 
составляла  7-8 кВ, длительность импульса 0,5-45 мкс и длительность фронта 
импульса 150 нс. Для синусоидального напряжения той же частоты 2Um sin = Um 
imp.  В отличие от синусоидального питания (0,18 V/ns), разряд на фронте 
импульсов обеих полярностей возникает при высокой скорости нарастания 
напряжения (50 V/ns для Um imp = 8 kV) и имеет большую интенсивность. На 
спаде импульсов развитие разряда идет при снижении приложенного 
потенциала и основным фактором, определяющим возникновение и развитие 
разряда, становится поле заряда, осевшего на поверхность барьера. Разряд на 
спаде импульса имеет структуру, подобную структуре разряда на 
отрицательном полупериоде синусоидального напряжения. Помимо характера 
воздействующего напряжения, сильное влияние на структуру разряда и его 
интенсивность оказывают параметры импульсов (их полярность, крутизна 
фронта, амплитуда импульса и его длительность) и поле зарядов, осевших на 
поверхность барьера. 
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 15-08-04384. 
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